Inventia se refera la convertori de radiatie optica si in special la celule solare,
care pot lucra atat cu radiatia solard directd, precum si cu radiatia solara
concentratd. Celula solara poate fi folositd pentru alimentarea diferitor
dispozitive electronice si electrice de uz casnic, agricole si industriale, precum si
pentru alimentarea cu energie a aparatelor spatiale cosmice.

In prezent sunt cunoscute un sir de celule solare pe bazi de Si:

— Celule solare in care are lor propagarea multipld a luminii datorita oglinzii
din spate si suprafetei texturate frontale [1];

— Celule solare cu jonctiuni verticale formate cu ajutorul canalelor corodate
[2];

— CS tandem pe baza structurii cu doua sau mai multe jonctiuni p-n [4, 5].

Dezavantajul acestor celule solare este costul sporit si eficienta joasda de
conversie.

In calitate de cel mai apropiat analog a fost luat celula solard pe baza Si cu
grosimea de 50 um, cu suprafata frontald texturatd prin corodare chimica si
oglinda confectionata pe partea verso a structurii [1]. Aceste structuri permit
micsorarea esentiala a coeficientului de reflexie si cresterea coeficientului de
absorbtie datorita reflexiei multiple de la oglinda din spate.

Dezavantajele acestor celule solare sunt:

— Utilizarea contactelor frontale in formda de plasd, care reduc suprafata
fotoactiva a elementului;

— Utilizarea oglinzii de pe suprafata verso, care reduce esential suprafata
contactului din spate, marind rezistenta in serie a structurii;

— Viteza mare de recombinare superficiald a purtatorilor de sarcind
fotogenerati, care micsoreaza coeficientul de separare a purtatorilor de sarcina.

Problema tehnica, pe care o rezolva inventia, este crearea unei celule olare cu
o eficienta de conversie sporita.

Conform inventiei problema tehnica se solutioneaza prin aceea, ca suprafetele

frontald si verso ale celulei solare pe bazd de Si monocristalin au structurd



nanometrica, iar stratul sarcinii spatiale a bariei de potential superficiale MOS
sau Schottcy include domeniul frontal nanostructurat.

In asa mod, regiunea frontald nanostructurati micsoreazi considerabil
coeficientul de reflexie a fluxului incident. Pe de alta parte, reflexia multipla a
luminii de la suprafetele nanostructurate din fata si spatele plachetei cauzeaza
absorbtia totala a luminii in placheta de Si subtire. Plus la aceasta, stratul de
sarcind spatiald include regiunea nanostructuratd frontald, cea ce reduce la
minim recombinarea superficiala a purtatorilor de sarcind fotogenerati.
Contactul metalic continuu de pe suprafata din spate nanostructurata a celulei
solare are o arie cu cateva ordine de marime mai mare ca in cazul suprafetei

on

plane. Aceasta micsoreazd rezistenta contractului "metal — Si" diminuand
rezistenta in serie a celulei solare. In asa mod, structura celulei solare asiguri
absorbtia totald a fluxului incident, exclude recombinarea superficiald a
purtdtorilor de sarcind §i are o rezistentd in serie mult mai mica ca in cazul
celulei solare clasice. Toti acesti factori sporesc considerabil eficienta de
conversie a radiatiei optice.

Rezultatul tehnic constd in diminuarea pierderilor optice si electrice in
procesul conversiei fotovoltaice.

Inventia se explicd prin desenul (fig. 1), care reprezintda structura celulei
solare. Ea constd din placheta de Si 1 cu ambele suprafete nanostructurate,
stratul de sarcina spatiald 2 al barierei de potential de tip MOS sau Schottky;
contactul metalic din Au 2, format pe suprafata frontald nanostructuratd a
plachetei; contactele ohmice frontale 4 si pe verso 5.

Fluxul incident de lumind este practic in intregime introdus in interiorul
structurii datoritd suprafetei frontale nanostructurate. In continuare, lumina se
reflectd de la suprafata nanostructurata din spate, si acest proces se repeta pana
la absorbtia totald (vezi fig. 1). Reflexia multipla de la suprafetele
nanostructurate pana la absorbtia totald a fluxului incident permite micsorarea
grosimii structurii 1.

Celula solara prezentata in brevet are urmatoarele avantaje:



Stratul sarcinii spatiale a barierei de potential superficiale MOS sau Schottcy
2 include domeniul frontal, deci, suprafata nanostructurata se afla in regiunea
sarcinii spatiale, cea ce reduce la minimum influenta recombindrii superficiale,
deoarece timpul de viata al purtatorilor de sarcind minoritari € mult mai mare de
cat timpul de separare a lor in campul electric electric intern al barierei de
potential.

Drept contact frontal serveste metalul ce formeaza bariera de potential MOS
sau Schottcy 3 si nu este nevoie de efectuat contacte in forma de plasa. Aceasta
micsoreaza coeficientul de umbrire a suprafetei frontale si, deci, scad pierderile
fluxului incident.

Utilizarea suprafetei posterioare nanostructurate in calitate de suprafata
multiplu reflectoare permite confectionarea contactului ohmic posterior 5 destul
de gros pe intreaga suprafatd, de unde rezultd scdderea rezistentei de contact,
precum si a rezistentei de scurgere a structurii celulei solare. Aceasta diminueaza
pierderile electrice pe rezistenta in serie a structurii celulei solare.

Utilizarea materiei prime ieftine, tehnologiei simple de confectionare reduce
costul finit a celulei solare. Micsorarea grosimii celulei solare, pe 1anga aceia ca
duce la micsorarea costului dispozitivului, reduce esential si masa structurilor,
ceea ce largeste domeniul de aplicatie a celulelor solare.

Exemplu de realizare a inventiei.

Placheta de Si, dupa ce a fost taiata din lingou, se subtiaza pand la grosimea
de 50-60 um prin corodarea in solutie fierbinte de NaOH. Apoi, prin corodare
fotoelectrochimica, se formeaza ambele suprafete nanostructurate. Prin
depunerea electrochimica are loc depunerea stratului subtire de circa 20-30 nm
din Au pe suprafata frontald. Contactele de pe suprafata frontald si verso se
confectioneazd de asemenea prin depunerea electrochimica sau depunere in vid a

metalelor Ti+Al+Ni.



